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封装结构及其制造方法

(57)摘要

本公开内容关于一种封装结构，包含第一电

容、系统单芯片及布线层。第一电容设于基板上。

系统单芯片与第一电容被固定于第一绝缘层中。

布线层用以电性连接于第一电容及系统单芯片，

且藉由第二绝缘层设置于第一绝缘层上。本公开

内容还涉及到所述封装结构的制造方法。
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1.一种封装结构，包含：

一基板，包含一第一载板和一第二载板，其中所述第一载板和所述第二载板是相互绝

缘的；

一第一绝缘层，设于该基板上；

一第一电容，至少部分地设于该第一绝缘层中，其中该第一电容在该第一绝缘层的一

第一载板侧设于该第一载板上；

一系统单芯片，设于该第一绝缘层中并且在该第一绝缘层的一第二载板侧设于该第二

载板上，其中该系统单芯片与该第一电容藉由该系统单芯片和该第一电容之间的该第一绝

缘层的一部分间隔开；

一第二绝缘层，设于该第一绝缘层上；以及

一布线层，设于该第二绝缘层中并且将该第一电容及该系统单芯片电性连接，其中该

布线层在该第一电容上、在该系统单芯片和该第一电容之间的该第一绝缘层的该部分上、

及在该系统单芯片上延伸。

2.如权利要求1所述的封装结构，其中，该第一电容包含：

一第一导体元件，形成于该第一绝缘层中；

一绝缘元件，形成于该第一绝缘层中；以及

一第二导体元件，形成于该绝缘元件上。

3.如权利要求2所述的封装结构，其中，该绝缘元件的材质相异于该第一绝缘层的材质

及该第二绝缘层的材质。

4.如权利要求1所述的封装结构，其中，该第一电容包含：

一第一导体元件，位于该第一绝缘层中；以及

一第二导体元件，与该第一导体元件间保持有一间隔。

5.如权利要求1所述的封装结构，还包含：

一第一导体元件，位于该第一绝缘层中，该第一电容藉由该第一导体元件及该布线层

电性连接于该系统单芯片。

6.如权利要求1所述的封装结构，其中，该系统单芯片包含一栅极驱动电路，且该第一

电容作为该栅极驱动电路的一自举电容。

7.如权利要求1所述的封装结构，其中，该系统单芯片包含一氮化镓功率晶体管。

8.如权利要求1所述的封装结构，还包含：

一第二电容，形成于该第二绝缘层中，且与该第一电容相并联。

9.一种封装结构，包含：

一第一绝缘层，设于一第一载板和一第二载板上，其中所述第一载板和所述第二载板

是相互绝缘的；

一第一导体元件，设于该第一绝缘层中并且在该第一绝缘层的一第一载板侧设于该第

一载板上；

一系统单芯片，设于该第一绝缘层中并且在该第一绝缘层的一第二载板侧设于该第二

载板上，其中该系统单芯片与该第一导体元件藉由该系统单芯片和该第一导体元件之间的

该第一绝缘层的一部分间隔开；

一绝缘元件，设于该第一绝缘层中并且在该第一绝缘层的该第一载板侧设于该第一导
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体元件上，其中该系统单芯片与该绝缘元件藉由该系统单芯片和该绝缘元件之间的该第一

绝缘层的一部分间隔开；以及

一第二导体元件，设于该绝缘元件上，其中该第一导体元件、该绝缘元件及该第二导体

元件形成一第一电容，并且其中该第一电容和该系统单芯片藉由在该第一绝缘层上延伸的

一布线层电性连接。

10.如权利要求9所述的封装结构，其中，该第一导体元件、该第二导体元件、该绝缘元

件及该系统单芯片被固定于该第一绝缘层中，且该第二导体元件藉由该布线层电性连接于

该系统单芯片。

11.如权利要求9所述的封装结构，其中，该第二导体元件及该布线层被固定于一第二

绝缘层中，且该第二导体元件藉由该布线层电性连接于该系统单芯片。

12.如权利要求9所述的封装结构，其中，该绝缘元件的材质包含陶瓷或云母。

13.如权利要求9所述的封装结构，其中，该绝缘元件的材质与该第一绝缘层的材质相

同。

14.一种封装结构的制造方法，包含：

在一基板上设置一第一电容及一系统单芯片，该基板包含一第一载板和一第二载板，

其中所述第一载板和所述第二载板是相互绝缘的，其中该第一电容设于该第一载板上，并

且该系统单芯片设于该第二载板上；

藉由一第一绝缘材料，固定该第一电容及该系统单芯片，以形成一第一绝缘层，使得该

第一电容至少部分地设于该第一绝缘层中并且该第一电容在该第一绝缘层的一第一载板

侧设于该第一载板上，并且使得该系统单芯片设于该第一绝缘层中并且在该第一绝缘层的

一第二载板侧设于该第二载板上，其中该系统单芯片与该第一电容藉由该系统单芯片和该

第一电容之间的该第一绝缘层的一部分间隔开；

在该第一绝缘层上形成一布线层，使该第一电容藉由该布线层电性连接于该系统单芯

片；以及

藉由一第二绝缘材料，将该布线层固定至该第一绝缘层上，以在该第一绝缘层上形成

一第二绝缘层，使得该布线层设于该第二绝缘层中并且将该第一电容及该系统单芯片电性

连接，其中该布线层在该第一电容上、在该系统单芯片和该第一电容之间的该第一绝缘层

的该部分上、及在该系统单芯片上延伸。

15.如权利要求14所述的制造方法，还包含：

在该基板上形成一第一导体元件；以及

在形成该第一绝缘层后，在该第一绝缘层上设置一第二导体元件，其中该第二导体元

件与该第一导体元件之间保持有一间隔。

16.如权利要求14所述的制造方法，还包含：

在该基板上设置一第一导体元件；

在该第一导体元件上设置一绝缘元件；

在形成该第一绝缘层后，在该第一绝缘层上设置一第二导体元件；以及

藉由该第二绝缘材料，固定该布线层与该第二导体元件。

17.如权利要求14所述的制造方法，还包含：

在该基板上设置一第一导体元件；
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在该第一导体元件上设置一绝缘元件；

在该绝缘元件上设置一第二导体元件；以及

藉由该第一绝缘材料，固定该第一导体元件、该第二导体元件及该绝缘元件。

18.如权利要求14所述的制造方法，还包含：

在该基板上设置一第一传导体，其中该第一传导体电性连接于该第一电容的一第一

侧，该布线层电性连接于该第一电容的一第二侧，且该布线层及该第一传导体分别电性连

接于该系统单芯片的一第一端及一第二端。

19.如权利要求14所述的制造方法，其中，该系统单芯片包含一栅极驱动电路，且该第

一电容作为该栅极驱动电路的一自举电容。

20.如权利要求14所述的制造方法，还包含：

利用该布线层中的间隙形成一第二电容，其中该第二电容并联于该第一电容。
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封装结构及其制造方法

技术领域

[0001] 本公开内容关于一种封装结构，特别是具有电容及集成电路的封装结构。

背景技术

[0002] 应用于复杂电子系统的集成电路(Integrated  circuit)组件中通常具有数量庞

大、相互连接的电路芯片。电路芯片具有微小的尺寸及极高的电路密度。在部分电路中，需

要利用大电容来实现某些功能，例如升压或降压。然而，受限于电路芯片的结构，电路芯片

内无法设置大的电容器，而这造成了在设计电路上的一个两难状况。

发明内容

[0003] 本公开内容的一种实施方式为一种封装结构，包含基板、第一电容、系统单芯片、

布线层及第二绝缘层。第一电容设于基板上。系统单芯片与第一电容被固定于第一绝缘层

内。布线层电性连接于第一电容及系统单芯片。第二绝缘层用以将布线层固定于第一绝缘

层上。

[0004] 本公开内容的另一种实施方式为一种封装结构，包含第一导体元件、绝缘元件及

第二导体元件。第一导体元件设于基板上。绝缘元件设于第一导体元件上。第一导体元件、

绝缘元件及系统单芯片被固定于第一绝缘层中。第二导体元件设于绝缘元件上，使第一导

体元件、绝缘元件及第二导体元件形成第一电容。

[0005] 本公开内容的又一种实施方式为一种封装结构的制造方法，其先在基板上设置第

一电容及系统单芯片。藉由第一绝缘材料，固定第一电容及系统单芯片，以形成第一绝缘

层。在第一绝缘层上形成布线层，使第一电容藉由布线层电性连接于系统单芯片。藉由第二

绝缘材料，将布线层固定至第一绝缘层上，以在第一绝缘层上形成第二绝缘层。

附图说明

[0006] 图1为根据本公开内容的部分实施例所示出的封装结构的示意图。

[0007] 图2A为根据本公开内容的部分实施例所示出系统单芯片的示意图。

[0008] 图2B为根据本公开内容的部分实施例所示出第一电容的示意图。

[0009] 图3为根据本公开内容的部分实施例所示出的封装结构的示意图。

[0010] 图4为根据本公开内容的部分实施例所示出的封装结构的制造方法的流程图。

[0011] 图5A～图5G为根据本公开内容的部分实施例所示出的封装结构的制造过程图。

[0012] 其中，附图标记说明如下：

[0013] 100  封装结构

[0014] 110  第一绝缘层

[0015] 111  第一传导体

[0016] 112  第二传导体

[0017] 120  第二绝缘层
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[0018] 120a  第一加工层

[0019] 120b  第二加工层

[0020] 120c  第三加工层

[0021] 121  布线层

[0022] 121a  第一金属元件

[0023] 121b  第二金属元件

[0024] 130  基板

[0025] 131  第一载板

[0026] 131a  第一传导层

[0027] 132  第二载板

[0028] 132a  第二传导层

[0029] 200  第一电容

[0030] 210  第一导体元件

[0031] 220  第二导体元件

[0032] 230 绝缘元件

[0033] 300  系统单芯片

[0034] 310 芯片基板

[0035] 320  氮化镓层

[0036] 330 驱动电路

[0037] G 栅极

[0038] D  漏极

[0039] S  源极

[0040] B 自举端

[0041] P  PWM信号端

[0042] H 穿孔

[0043] C  第二电容

[0044] S401～S406 步骤

具体实施方式

[0045] 以下将以附图说明本公开的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节

将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本公开。也就

是说，在本公开内容部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化附图起

见，一些现有惯用的结构与元件在附图中将以简单示意的方式示出。

[0046] 于本文中，当一元件被称为“连接”或“耦接”时，可指“电性连接”或“电性耦接”。

“连接”或“耦接”亦可用以表示二或多个元件间相互搭配操作或互动。此外，虽然本文中使

用“第一”、“第二”、…等用语描述不同元件，该用语仅是用以区别以相同技术用语描述的元

件或操作。除非上下文清楚指明，否则该用语并非特别指称或暗示次序或顺位，亦非用以限

定本公开。

[0047] 请参阅图1，为根据本公开内容的部分实施例的封装结构示意图。封装结构100包
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含基板130、第一电容200、系统单芯片300及布线层121。在部分实施例中，基板130包含第一

载板(carrier，为绝缘材质)131及第二载板132。第一载板131及第二载板132分别包含第一

传导层131a以及第二传导层132a。第一载板131及第二载板132间是相互绝缘设置。第一电

容200设置于基板130的第一载板131上。系统单芯片300设置于基板130的第二载板132上。

[0048] 在部分实施例中，第一导体元件210设于第一载板131上的第一传导层131a上。系

统单芯片300设于第二载板132的第二传导层132a上。第一载板131及第二载板132的材质可

包含不锈钢、铜、铝、金、银、锡、白金或前述各材质的合金组合。第一载板131及第一传导层

131a可为相同或相异的材质。同样地，第二载板132及第二传导层132a可为相同或相异的材

质。

[0049] 封装结构100还包含第一绝缘层110及第二绝缘层120。系统单芯片300与第一电容

200被固定于第一绝缘层110中。第二绝缘层120用以将布线层121固定于第一绝缘层110上。

在部分实施例中，第一绝缘层110是由第一绝缘材料以射出成型制程形成，以固定第一电容

200及系统单芯片300。

[0050] 布线层121用以电性连接第一电容200及系统单芯片300。在部分实施例中，布线层

121的材质为金属，且是通过激光雕刻(laser  drill)及电镀制程(metal  plating 

process)形成，细节将于后文详述。

[0051] 请参阅图1及图2A所示，“系统单芯片”为一种集成电路(以下简称芯片)，用以将电

脑或电子系统中的多个电子元件整合于芯片中。前述电子元件可包含中央处理器、存储器、

输入输出端以及二次存储器，且皆设置于单一块基板上。

[0052] 在部分实施例中，系统单芯片300包含集成电路，例如逻辑集成电路、数字集成电

路、多工集成电路、功率集成电路、存储器电路、微机电系统(MEMS)、光电器件、传感器(如：

光传感器或指纹传感器等)。在部分实施例中，系统单芯片300包括形成在其内的主动元件

(图中未示)，例如晶体管、金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)、金属氧化物半导体场效

晶体管(MISFET)、接面场效晶体管(JFET)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)及其组合。

[0053] 在部分实施例中，系统单芯片300内的电路需要一个大电容。然而，由于大电容的

体积与占用面积都太大，而不易设置在系统单芯片300中。在本实施例中，第一电容200是被

设于第一绝缘层110中邻近系统单芯片300的位置。因此，本公开内容可以在不影响封装结

构100的整体体积的情况下配置大电容。

[0054] 请参阅图1及图2B所示，在部分实施例中，第一电容200包含第一导体元件210、绝

缘元件230及第二导体元件220。第一导体元件210及第二导体元件220可为铜柱。第一导体

元件210设于第一绝缘层110中。第一导体元件210、绝缘元件230及系统单芯片300皆被固定

于第一绝缘层110中。绝缘元件230设于第一导体元件210上，第二导体元件220设于绝缘元

件230上。第一导体元件210、绝缘元件230及第二导体元件220用以形成第一电容200。

[0055] 为了调整第一电容200的电容值，绝缘元件230的材质可与第一绝缘层110或第二

绝缘层120的材质不同。举例而言，绝缘元件230的材质可为陶瓷或云母，且相异于第一绝缘

材料的材质。在其他部分实施例中，第一电容200不包含绝缘元件230。亦即，第一导体元件

210与第二导体元件230间保持有预定间隙。第一绝缘材料可填满第一导体元件210与第二

导体元件230间的该预定间隙。换言之，绝缘元件230的材质可与第一绝缘层110的材质相

同。
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[0056] 如图1所示，在部分实施例中，第一导体元件210与绝缘元件230皆设于第一绝缘层

110中。第二导体元件220则设于第二绝缘层120中。第二导体元件220及布线层121被固定于

第二绝缘层120，且第二导体元件220藉由布线层121电性连接至系统单芯片300。然而，请参

阅图3，在其他部分实施例中，根据不同的制程，第一导体元件210、绝缘元件230及第二导体

元件220可皆设于第一绝缘层110中，且被第一绝缘材料所固定。第二导体元件220仍藉由布

线层121电性连接于系统单芯片300，细节将于后文详述。

[0057] 请参阅图1及图2A所示，在部分实施例中，系统单芯片300包含芯片基板310、氮化

镓层320及驱动电路330。系统单芯片300的顶侧包含至少三个接点，分别为源极S、漏极D以

及栅极G。在部分实施例中，系统单芯片300还包含自举端B及PWM信号端P，且第一电容200作

为驱动电路330的自举电容。源极S、漏极D及栅极G用以分别接收对应的电压信号，以驱动驱

动电路330中的晶体管。PWM信号端P则用以接收PWM信号(Pulse  Width  Modulation，脉冲宽

度调制)，以控制驱动电路330中的开关元件。自举端B电性连接于驱动电路330中自举电容

(如：第一电容200)的副极端，用以提升(bootstrap)来自驱动电路330的自举电容的信号。

[0058] 在部分实施例中，系统单芯片300为氮化镓功率晶体管，驱动电路330为栅极驱动

电路。在部分实施例中，栅极驱动电路包含高压端晶体管、低压端晶体管及电源泵。举例而

言，栅极驱动电路可为美国专利US9,906,221“DRIVING  CIRCUIT  OF  A  POWER  CIRCUIT”所

讨论的电路。

[0059] 在第一电容200为驱动电路330的自举电容的实施例中，第一电容200电性连接于

栅极端G及自举端B。第一电容200电性连接于驱动电路330，且能根据自举信号而被使能。

[0060] 如图1所示，在部分实施例中，封装结构100还包含位于第一绝缘层110的第一传导

体111。第一传导体111可为铜柱。第一传导体111通过第一传导层131a设置于第一载板131

上，以电性连接于第一电容200的第一侧(如：底侧)。布线层121电性连接于第一电容200的

第二侧(如：顶侧)。布线层121电性连接于系统单芯片200的栅极，第一传导体111电性连接

于第一导体元件210及自举端B。

[0061] 封装结构100还包含第二传导体112。第二传导体112可为铜柱。第二传导体112通

过第二传导层132a设置于第二载板132上，以电性连接于系统单芯片300的第一侧(如：底

侧)。此外，第二传导体112电性连接于系统单芯片300的源极S，用以接收源极信号。

[0062] 图4为根据图1所示的封装结构100的制程方法示意图。图5A～图5E为封装结构100

的制作过程示意图。请参阅图1、图4及图5A～图5E所示，制造方法包含步骤S401～S406。在

步骤S401中，第一电容200的第一导体元件210、系统单芯片300、第一传导体111、第二传导

体112皆设于基板130上。在部分实施例中，第一电容200的第一导体元件210是和第一传导

层131a形成于第一载板131上。系统单芯片300与第二传导层132a形成于第二载板132上。

[0063] 请参阅图5A～图5B所示，在步骤S402中，绝缘元件230形成于第一导体元件210上。

在步骤S403中，第一导体元件210及第一电容200的绝缘元件230藉由第一绝缘材料和系统

单芯片300固定在一起，以形成第一绝缘层110。在部分实施例中，第一绝缘材料的材质为环

氧基树脂(Epoxy)或BT树脂(Bismaleimide  Triazine  Resin)。

[0064] 在步骤S404中，请参阅图5C～图5E，通过射出成型制程，在第一绝缘层110上涂布

第一加工层(molding  layer)120a。接着，通过激光雕刻与电镀制程，形成多个第一金属元

件121a。在部分实施例中，如图5C～图5D所示，在通过射出成型制程形成第一加工层120a
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后，在第一加工层120a上蚀刻出多个穿孔H，穿孔H的位置对应于绝缘元件230、第一传导体

111、第二传导体112及系统单芯片300。接着，如图5E所示，通过激光雕刻与电镀制程，在第

一绝缘层110上形成多个第一金属元件121a。在部分实施例中，所述第一金属元件121a的其

中的一会作为第二导体元件220。第一绝缘层110上的第一加工层120a用以固定第二导体元

件220及第一金属元件121a。

[0065] 请参阅图5F所示，在步骤S405中，以相同于步骤S404的方式，在第一加工层120a上

形成第二加工层120b及多个第二金属元件121b。第一金属元件121a及第二金属元件121b用

以形成布线层121，使第一电容200的第一导体元件210藉由第一传导体111及第一金属元件

121a，电性连接于系统单芯片300的自举端B。第二导体元件220藉由第二金属元件121b电性

连接于栅极G。

[0066] 在步骤S406中，请参阅图1及图5G所示，在第二加工层120b上形成第三加工层120c

及多个第三金属元件121c。第一加工层120a、第二加工层120b及第三加工层120c用以形成

第二绝缘层120。在部分实施例中，第一加工层120a、第二加工层120b及第三加工层120c皆

使用第二绝缘材料。第二绝缘材料用以将布线层121及第二导体元件220固定至第一绝缘层

110上以形成第二绝缘层120。在其他部分实施例中，第一加工层120a、第二加工层120b及第

三加工层120c亦可使用不同的绝缘材质。

[0067] 在部分实施例中，在形成第一金属元件121a及第二金属元件121b后，布线层121通

过其间隙将形成第二电容C。请参阅图1及图5G所示，第一金属元件121a及其中一个第二金

属元件121b之间隙能形成第二电容C。第二电容C形成于第二绝缘层120中，且并联于于第一

电容200，使第一电容200及第二电容C皆作为驱动电路330的自举电容。

[0068] 根据本公开内容的方法，将能把已封装好的第一电容200设置于基板130上。亦即，

第一导体元件210、绝缘元件230及第二导体元件220先封装为第一电容200，再放置于基板

130上。在其他部分实施例中，第一导体元件210及绝缘元件230可先封装并放置于基板130

上，接着，在形成第一绝缘层110后，利用制程形成第二导体元件220或放置第二导体元件

220至已经封装于第一绝缘层110的绝缘元件230及第一导体元件210上。

[0069] 如图5A～图5G所示的实施例，第二导体元件220形成于绝缘元件120上，且设于第

二绝缘层120中。在部分实施例中，图3所示，在形成绝缘元件120于第一导体元件210上后，

先在绝缘元件230上设置第二导体元件220。接着，藉由第一绝缘材料固定第一导体元件

210、第二导体元件220及绝缘元件230。亦即，第一导体元件210、第二导体元件220及绝缘元

件230皆设于第一绝缘层110中。

[0070] 在部分实施例中，在第一导体元件210设置在基板130上后，第一绝缘材料固定第

一导体元件210及系统单芯片300。在该实施例中，第一绝缘材料被作为绝缘元件。在形成第

一绝缘层110后，再设置第二导体元件220至第一绝缘层110上。第一导体元件210将会与第

二导体元件220间保持有预定间隙。据此，第一导体元件210、第二导体元件220，以及介于第

一导体元件210及第二导体元件220间的第一绝缘材料将能形成第一电容200。

[0071] 前述各实施例中的各项元件、运行状态或技术特征，是可相互结合，而不以本公开

内容中的文字描述顺序或附图呈现顺序为限。

[0072] 虽然本公开内容已以实施方式公开如上，然其并非用以限定本公开内容，任何本

领域技术人员，在不脱离本公开内容的精神和范围内，当可作各种变动与润饰，因此本公开
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内容的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。
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图1
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图2A

图2B
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图3
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图4
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图5A
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图5B
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图5C
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图5D
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图5E
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图5F
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图5G
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